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I'évaporation du solvant ne modifie de maniére trop sous forme de rides ou vagues, décelables notam-
importante la viscosité du mélange solvant + résine. ment par des moyens optiques.

Le dépbt initlal de la résine en solution peut s'ef- Mais surtout la technique ainsi décrite, devient
fectuer alors que la plaquette est & I'état immobile ; parfaitement inadaptée lorsque I'on veut réaliser
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la surface ; ia rotation rapide avec forte accélération tamment carré, est mis en rotation, chaque angle
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I'excés de résine qui est alors projetée & l'extérieur et
qui est recueillie sur les parois d'un bol & I'intérieur du-
quel est monté le plateau giratoire.

conséquent une turbulence qui interfére fortement
avec I"'écoulement et la répartition du film liquide sur
la surface du substrat.
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Surle plateau 1 est posé le substrat 3 formé ici
d'un substrat de forme carrée ou circulaire.

Le substrat 3 est maintenu en position sur le pla-
teau 1, notamment lors de la phase de mise en rota-
tion avec accélération rapide, par un dispositif de suc-

" clon relié & une autre source de vide (non représen-

tée) ot traversant fa partie centrale du plateau récep-
teur 1.

Autour de ce dispositif tournant est maintenu un
ensemble fixe constitué du bol inférieur 4 et du dé-
flecteur supérieur 5. '

Le bol inférisur 4 est monté sur le socle 6 et ||
comporte en sa partie centrale une lJumidre traversée

_ parlaxe 2,

De son coté le déflecteur supérieur 5 est monté
fixe sur le socle 6 et 7 qui surplombe le plateau 1 et

substrat.

Aprés quoi on augmente la vitesse de rotation du
plateau 1 ce qui provoque le déport centrifuge de la
résine dans son solvant vers I'extérieur.

. Dans le méme temps, le solvant extrémement vo-
latil se trouve partiellement confiné entre le plateau
1 et le couvercle 12.

Mais la rotation simultanée et homogéne de |’en-
semble formé par le plateau 1 et son couvercle 12 en-
traine en méme temps la mise en rotation de I'atmos-
phére intérieure confinée entre le couvercle 12 et le
plateau 1, de sorte que 'atmosphére gazeuse située
au-dessus du substrat est entrainée en rotation en
méme temps ou sensiblement en méme temps que
cette dernidre en évitant ainsi les interférences, les
tourbillons et Ies risques de distorsion dans la répar-
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procédé parla demanderesse ont permis ainsi de réa- 3. Dispositif selon la revendication 2,

liser des films d'une parfaite régularité et d'une épais- caractérisé en ce que ledit couvercle de cloison-

seur allant jusqu'a un chiffre inférieur & 0,5 micron, nement (12) est formé d'une cuvette inversée, re-

correspondant & une définition particulidrement pré- posant par ses bords sur le plateau (1), au-dela
. cise et fine dans la réalisation des circuits intégrés 50 des bords du substrat (3).

autorisant ainsi une miniaturisation particuliérement

poussée. 4. Dispositif selon 'une des revendications 2 ou 3,

caractérisé en ce que le couvercle (12) est monté
amovible pour permettre la mise en place du

Revendications 85 substrat et éventuellement le depdt initial de ré-
' sine (3) et ce couvercle est monté sur un axe de

1. Procédé pour revétir un substrat, notamment en rotation (11) apte & venir en position colinéaire
une matidre semi-conductrice, telle que le sili- par rapport a I'axe de rotation du plateau inférieur
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fabri Cat | Gdie ) bJ‘eB&s sur ledit plateau. schendeckel hat, der mit dem Teller in Kontakt
stoht und das Substrat in den Gasraum iiber dem
9. Dispositif selon Fune des revendications 5 a 8, Teller einschlieBen und in eine mit dem Teller syn-

10.

caractérisé en ce que le bras (7) comporte des
moyens de verrouillage permettant son immobi-
lisation dans la position active comme dans la po-
sition inactive.

Dispositif selon I'une des revendications 3 4 9,
caractérisé en ce que I'appui du couvercle (12)
maintenu sur le plateau (1) récepteur par le bras
(7), est obtenu par I'intermédiaire d'un ressort
taré 4 une valeur permettant un appui du couver-
cle tel qu'il laisse fluer la résine en solution entre
le piateau inférieur et le couvercle supérieur lors
de la phase de centrifugation.

chrone Drehung versetzt werden kann, so daf®
die Schicht der gasfrmigen Atmosphére {ber
dem Substrat in eine zu diesem Teller synchrone
Drehbewegung versetzt wird.

. Vorrichtung nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, daRl der Zwischen-
decke! (12) aus einer umgekehrten Schale be-
steht, die mit ihren Randern aufdem Teller (1) jen-
seits der Rénder des Substrats (3) aufliegt.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daf der Deckel (12) ab-
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8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, da der Arm (7) mit
dem Deckel (12) seitlich angelenkt und winklig in
einer Ebene vertikal und diametral zum Drehtel-
ler (1) beweglich ist, so daBl er zwischen einer
ausgeschwenkten Stellung und einer aktiven
Stellung, in der er sich dlametral Gber dem Teller
befindet und den Deckel iber dem Teller in Ru-
hestellung hélt, verschoben werden kann.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dai der Arm (7) Verrie-
gelungsmittel hat, mit denen er in der aktiven
Stellung ebenso wie in der inaktiven Stellung
blockiert werden kann.

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dall die Aufiage des
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vice oomprising & dissolved resin source (9,9')
and being suitable for depositing a resin dase on
the surface of the substrate and a plate (1) re-
ceiving the substrate (3) and provided with
means for rendering said substrate stationary on
the plate so that the rotation of the plate (1) pro-
vokes the spreading of the resin as a thin coat
over the surface of the substrate,

characterized in that it comprises a partitioning
cover in contact with sald plate allowing said sub-
strate o be contained inside the gaseous space
located above the plate and being suitable for be-
ing rotated synchronous with the plate so as to
drive the gaseous atmosphere layer located
above the substrate in a rotary movement syn-
chronous with the latter.

. Device according to claim 2,

characterized in that said partitioning cover (12)

) A




5 3. Deévice according to claim2, characterized in that said partitioning
cover (12) is forned froman |nverted bow resting via its edges on the
plate (1) above the egges of the suleidedbssgs3). 4. Devicegaccording to
eithetr claim2 or 3 10 characterized in that the cover (12) is

bl t I t h trat
zﬁtseqﬁezﬁtgnq%ﬂ et 12 e e

U P o ,?ﬁp he Spl n axis of a‘?hg ];Lgrl g\a/renrléal%a? Ziﬁ)' ;? S%[jm?? ;Eor

W th respec

the Mt &N euyisdR6RIS biheribin SGACENL i C 5Ot al | il Al WaisBort ithe seuamtn
cover, Salgghrictedd i ht'lﬁb &ér‘(ﬁ?ish%v&bﬂe plate. the dibdeivadfesit & fidw bdtdeeh Qnelobvarer
cl ai m 3 OknofintedCébPdsas clnﬁof #abutt he coverpigtelapl the Sppefioter MariiB ihe téhthifrdihgd
20 transvef,-&agndemsgea&),ﬂy&mﬁm Gpobifiig ofli anmet ri q,ngsley overhanging the rotary
plate (1) thelrBinI3)thidcoveitemg moli@edidi@ spiwver being able to be noved between an
i nacti ve R (11)isoitable fr convagigio & Edlinde eSS 00 the plate with a viewto the
deposi ti ngion with eespactio tid spinhexissofl kwtiovak e and possibly the initial resin
deposit, atat(D3hmallosingfovibe patshietl sypchron-n wWhi ch the cover is brought into
cont act awus andxorcentric ratatiopbetween tid pl@®evi ce according to claimb5,

char act er iapc:the icover, [sait cover beingndriyeh) byotberr s t he cover (12) by neans of a spin
axis formpdteby a rolling bearing (11) wfose 30 center is left free so as to
al l ow for the passage of the di ssol ved resin adm ssion pipe (9,9 ) and
endi ng %t B ﬂ?ﬂﬁ@"’r‘ﬂgg‘e"'ﬁﬂ H%t |ng nozzl es overhanging the plate. 16 7.
DeV| ce ac@'ﬂﬂ"iﬁ°ﬁ 1g, that, °d’ﬂ 3 to 6, characterized in that the

port of® r%’ 'é ?L on the receiving plate (1) is

dl ed \ﬂe ﬁf",’ Jaij §'§t° (1 us” allowing for the passage
and 5 accg;"&iﬁpf"g § r he centrifugal force of the excess
di ssol ved] Devi ce according to any one of
clainms 5 &2' :it the arm (7) bearing the cover (12) is
articul atg ,@L aﬁ rabil5e to be noved 10 angularly within a

verti cal &'b%ﬁ@qtﬁ%o%&ﬁﬁrédt&ﬁhhéﬂaﬁ he rotary plate (1) so as to be able to
be noved between an inactive position and an active position where

it di angt bewddlaboordig®s devigs the pl ate by keepihg the cover in the rest
pOSi ti ON oNardtfetizbd fnl thdt the afp(7fbeatdthéicowdr accordi ng to any one of claim5 to 8,
char act er (12esy meand éfatspih s farmed by a rollingrprsoses | ocki ng neans enabling said arm
t 0 be. r enteariagi1t)whose cerdsris léftfréplseasto tli ve position, as well as in the

i nacti ve pwdorthepassage®f théxdissolyed resircadimib ng t 0 anyone of clains 3 to 9, 20

char act er pigrepipd (9,90 land ending abeneppompredlis- t he cover (12) kept on the receiving
pl ate (1) chmuingtnozzies ave(i@ngingshemiateri ned by means of a spring calibrated to a
value allow ng for a support of the covr so that it allows the dissolved
resin th PPeaRaprerding&any pee of 9!@F3H3ate and the upper cover during the 25

centri fugqug’vg that the supportofthe edge of
the tover(12) on the receiving plate (1) is embod-
\./ ied without imperviousness, thus allowing for the

passage and accordingly the escape due to the 40
centrifugal force of the excess dissolved resin
from the substrate.

8. Device according to any one of claims 5 to 7,
characterized in that the arm (7) bearing the cov- 45
er (12) is articulated laterally mounted and is able
to be moved angularly within a vertical piane and
diametrical to the rotary plate (1) so as to be able
to be moved between an inactive position and an
active position where it diametrically overhangs 5o
the plate by keeping the cover in the rest position
on said plate.

9. Device according to any one of claim 5 to 8,
characterized in that the arm (7) comprises lock- 55
ing means enabling said arm to be rendered sta-
tionary in the active position, as well as in the in-
active position.
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